
 

Fig. 1 AFM images and schematic illustrations of fabricated 

GeSn samples.  
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【はじめに】GeSn は直接遷移可能なⅣ属半導体であり、光デバイスへの応用が期待されている。

GeSn における Sn組成比の増大や結晶性の改善により光学特性の向上が期待されるため、高い Sn

組成比と優れた結晶性を同時に実現した GeSn 薄膜形成技術の開発が必要である。これまでに、

スパッタエピタキシー法により Sn 組成比が 11.5%の高結晶な GeSn 薄膜の形成を実現してきた 

[1,2]。本研究では、低温成膜 GeSn バッファ層上の GeSn 薄膜形成における Sn 析出の挙動につい

て報告する。 

【実験方法】Si 基板上に GeSn 薄膜をスパッタエピタキシー法により形成した。Sn 組成比はおよ

そ 9%とした。成膜温度は 225℃及び 300℃とし、Fig. 1 の下図に示すサンプルを作製した。作製し

たサンプルを原子間力顕微鏡（AFM）により観察した。 

【結果及び考察】Fig. 1の上図に作製したGeSn薄膜の表面AFM像を示す。300℃で形成したSample 

A では粒子状の析出物が観察され、表面において Snが析出したと考えられる（Fig. 1(a)）。表面ラ

フネスは大きく、RMS値はおよそ 9.8 nmであった。成膜温度が 225℃である Sample Bでは RMS

値はおよそ 0.77 nmであり、優れた平坦性を有し、Snの析出は見られなかった（Fig. 1(b)）。Sample 

C は、Sample B上に成膜温度 300℃で GeSn 薄膜を形成したサンプルであり、表面において Sn析

出は見られず、Sample Aに比べて平坦性

も優れていた（Fig. 1(c)）。これらの結果

から、低温成膜 GeSn バッファ層の上部

に GeSn薄膜を形成する際に、Sn析出の

抑制効果があることが示唆された。本発

表では、低温成膜 GeSn バッファ層を用

いて形成した GeSn 薄膜の結晶性につい

ても議論する。 
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